




Typical Performance Characteristics 

TM07P02MI ���W-Channel  Enhancement  Mosfet

3/5

�������9

���9�' �6���9��

���9
�������9

���9�������9 �7�$� �������-

�����-

������

�-

���9�* �6���9��

�9�' �6� �������9
�,�' � �����$

�)�L�J�X�U�H���� �2�X�W�S�X�W�&�K�D�U�D�F�W�H�U�L�V�W�L�F�V �)�L�J�X�U�H���� �7�\�S�L�F�D�O�7�U�D�Q�V�I�H�U�&�K�D�U�D�F�W�H�U�L�V�W�L�F�V
���,�' ���$�� ���,�' ���$��

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

�� ��

��
�� �� �� �� �� ��

��
�� ������ ������ ������ ������

�)�L�J�X�U�H�����2�Q���U�H�V�L�V�W�D�Q�F�H�Y�V���' �U�D�L�Q�&�X�U�U�H�Q�W
�5�' �6���2�1�� ���P�
 ��

����

�)�L�J�X�U�H�����%�R�G�\ �' �L�R�G�H�&�K�D�U�D�F�W�H�U�L�V�W�L�F�V
���,�6���$��

����

��

������

�7�-� �������-

�7�-� �������-

�9�6�' ���9��

�7�-� �������-

�� �� �� �� �� ���� ����

�)�L�J�X�U�H���� �* �D�W�H�&�K�D�U�J�H�&�K�D�U�D�F�W�H�U�L�V�W�L�F�V
���9�* �6���9��

��

��

��

��

��

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�)�L�J�X�U�H���� �&�D�S�D�F�L�W�D�Q�F�H�&�K�D�U�D�F�W�H�U�L�V�W�L�F�V

���� �� �&���S�)��

������

������

�� �4�J���Q�&�� ���� ��

�� �� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� �� �� ���� ���� ����

�&�L�V�V

�&�R�V�V

�&�U�V�V

���9�' �6���9��

����

���� �9�* �6� ���������9

����

����

����
�9�* �6� ���������9

����

�� ���,�' ���$��



TM07P02MI ���W-Channel  Enhancement  Mosfet

4/5

�)�L�J�X�U�H���� �1�R�U�P�D�O�L�]�H�G�%�U�H�D�N�G�R�Z�Q�9�R�O�W�D�J�H�Y�V��
�-�X�Q�F�W�L�R�Q�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H

�9�%�5���' �6�6��

������

������

������

������

������

��
�������� ������ �� ���� ������ ������ ������

�)�L�J�X�U�H���� �1�R�U�P�D�O�L�]�H�G�R�Q�5�H�V�L�V�W�D�Q�F�H�Y�V��
�-�X�Q�F�W�L�R�Q�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H

�5�' �6���R�Q��
������

������

������

������

������
�������� ������ �� ���� ������ ������ ������

�)�L�J�X�U�H�����0�D�[�L�P�X�P�6�D�I�H�2�S�H�U�D�W�L�Q�J�$�U�H�D

���,�' ���$��
������

�/�L�P�L�W�H�G�E�\ �5�' �6���R�Q��

�)�L�J�X�U�H������ �0�D�[�L�P�X�P �&�R�Q�W�L�Q�X�R�X�V�' �U�D�L�Q�&�X�U�U�H�Q�W
�Y�V���&�D�V�H�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H

���,�' ���$��
������

������

����
������ �V ������

��

������
��������

�7�&� ������
�6�L�Q�J�O�H�S�X�O�V�H

������
���9�' �6 ���9��

��

�������� �V

���P�V

�' �&

���� ������

������

������

��
�� ���� ���� ���� ������ ������ ������

�)�L�J�X�U�H�������� �0�D�[�L�P�X�P �(�I�I�H�F�W�L�Y�H�7�U�D�Q�V�L�H�Q�W
�7�K�H�U�P�D�O�,�P�S�H�G�D�Q�F�H���-�X�Q�F�W�L�R�Q���W�R���&�D�V�H

�=�W�K�-���&���� ���: ��
������

������

������

������

��������

�������� ���� ���� �������� �������� ������ ������ ������

�' � ������
�' � ������
�' � ������
�' � ��������
�' � ��������
�' � ��������

�W��

�W��

�1�R�W�H�V��
�6�L�Q�J�O�H�S�X�O�V�H�����' �X�W�\ �I�D�F�W�R�U�' � �W�����W��

�����3�H�D�N�7�-� �3�' �0�
�=�W�K�-�&�� �7�&�7�3���V��

�3
�'

�0

�7�M���- �� �7�M���- ��

�7�& ���- ��



 

 

 

5/5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�^�Ç�u���}�o 
���]�u���v�•�]�}�v�•���/�v���D�]�o�o�]�u���š���Œ�• ���]�u���v�•�]�}�v�•���/�v���/�v���Z���• 
�D�]�v�X �D���Æ�X �D�]�v�X �D���Æ�X 

�� �í�X�ì�ñ�ì �í�X�î�ñ�ì �ì�X�ì�ð�í �ì�X�ì�ð�õ 
���í �ì�X�ì�ì�ì �ì�X�í�ì�ì �ì�X�ì�ì�ì �ì�X�ì�ì�ð 
���î �í�X�ì�ñ�ì �í�X�í�ñ�ì �ì�X�ì�ð�í �ì�X�ì�ð�ñ 
�� �ì�X�ï�ì�ì �ì�X�ñ�ì�ì �ì�X�ì�í�î �ì�X�ì�î�ì 
�� �ì�X�í�ì�ì �ì�X�î�ì�ì �ì�X�ì�ì�ð �ì�X�ì�ì�ô 
��  �î�X�ô�î�ì �ï�X�ì�î�ì �ì�X�í�í�í �ì�X�í�í�õ 
���í �í�X�ñ�ì�ì �í�X�ó�ì�ì �ì�X�ì�ñ�õ �ì�X�ì�ò�ó 
�� �î�X�ò�ñ�ì �î�X�õ�ñ�ì �ì�X�í�ì�ð �ì�X�í�í�ò 
�� �ì�X�õ�ñ�ì�~���^���• �ì�X�ì�ï�ó�~���^���• 
���í �í�X�ô�ì�ì �î�X�ì�ì�ì �ì�X�ì�ó�í �ì�X�ì�ó�õ 
�> �ì�X�ï�ì�ì �ì�X�ò�ì�ì �ì�X�ì�í�î �ì�X�ì�î�ð 
�} �ì�£ �ô�£ �ì�£ �ô�£ 

 

 Package Mechan ical Data: SOT-23-3L


	Green Device Available
	The 20P07 is the high cell density trenched
	-VDS , Drain-to-Source Voltage (V)
	-VGS (V)
	-VSD , Source-to-Drain Voltage (V)
	TJ ,Junction Temperature (℃ )
	Ciss
	-VDS , Drain to Source Voltage (V)



